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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

近年、物質表面に形成したナノ・マイクロ構造体によって光のスペクトル、指向性
や偏光を制御できるようになった。シミュレーションで得られた光制御特性を実サ
ンプルで実証するため、シリコン基板上に微細なＳｉピラーパターンを形成した。

実験
Experimental

最初にシリコン基板上にレジストを塗布し、その後ｉ線ステッパーを使用してエッ
チングのマスクとなるレジストパターンを形成した。次にDeepRIE装置によりボッ
シュプロセスを利用して高アスペクトパターンを形成した。最後にレジスト除去を
行い、所望するパターンを得ることができた。

結果と考察
Results and Discussion

図１は完成したピラーパターンの一部を観察したＳＩＭ（Scanning Ion
Microscope）像である。これまでウエハ全面へのピラーパターンを均一性良く作
製することは困難であった。この問題に対し、ステッパーの露光時間、現像条件お
よびエッチング（ボッシュプロセス）の条件を最適化することにより、ウエハ全面
に設計通りのピラーパターンを均一性良く得ることができた。
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Fig. 1 SIM image of Si pillaｒs fabricated by i-line stepper and ICP Etcher. Bar is
3.5�m.
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